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要 根据 也 丰征吸收粟数的经验公式及 模型，建立 一种用室温红外连 

关曩调 竺竺 ’竖塑 ，r’ 4． 刚

巴 ’为一一 

1 计算模型 

Hg 一 d Te的本征吸收边规律是计算的理论依据．如果在入射光照面积内样品的组份 

不均匀，则会使吸收边变倾斜，若外延层较薄还将发现本征吸收区的形状也会改变．分析测 

量得到的吸收边和本征吸收光谱 ，可推导出待测样品光照面积内组份的不均匀程度． 

对于具有 Hg Cd Te双层结构的外延样 品，当一束光照射到其表面时，存在 空气／ 

MCT外延层(下标 1)、外延层／CdTe衬底(下标 2)、村底／空气(下标 3)3个界面的多次反 

射[ ，总的透过率 71。． 为 

T1．3 !l二 鱼 ! 丝 ： 
1一Rl(1一H )R2．3(。1) ’ 

本文 1995年 2月 23日收到 ，修改蔷 1995年 l1月 6日收到 
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用室温红外透射i普研究: Hg1 - xCdx Te 

外延薄摸的组份分布 /月

主主主土豆让刘坤汤定元 到/少 V
《中居科学院上海技术物理研究清，红外物理国家实验室，上海.200083)

儿要 根据 Hg1_..，C.d..，Te 本征吸技桌数的经段公式及 Hougen 模壶，建立了一种F尊重提红外透

射谱研究Hg，_.Cd岳Te 外廷薄Z要组翁均匀栓的方法咽照这种1i 法维测了 LPE、MBE 、MOCVD 薄

膜的组估分布，并与二决高于蜜语(SIMS)!醋量结果进行了比较，

关键词 Hg!_ ..，Cd..，Te.主主持透射语，持廷薄膜. 可~AI0^ /I 々二
- --一一一一-一 I II/ ;I,/J.... L二v

引言 句CAK JJ/V勺'二
3 万如 213

Hgl~.zCd.>:Te :外延薄膜已成为都造红外探测器的主要材料.外延材将与体单品格比，不

仅位错密度纸、缺民主少，而且横向经份豹均匀性很好.然而，由于 HgCdτe 与CdTe 衬底归化

学势不平衡，生长过程中组无悔豹互扩散无法克服，造成外延材科纵向组份不均匀.影响器

件的工作性能[1].因此，必，须有一种筒单有效的方法来检验 Hg， _%Cd%卫材斜剖纽份分布.

3 常用的检测制组份的方法如 SIMS[']、电子探样，需要翩翩，台商瘸馁，]或础

处理.这些破坏性满量手段不运用于器件制备.近年来，我们尝试用室温红外透射光谱来判

定样品经份的均匀性[.3.-1] 因为官具有非破坏性及快速筒便的特点.最近，我们提出7一系

列表达 Hg，_rCdrTe 本征吸收系数[8.9]及折射率[H.J前经验公式，据此，可以利用室温红外透

射光谱检测 MBE、MOCVD 及 LPE 等外延薄膜前组份分布，其结果与 SIMS和电子探针攫

试数据吻合较好.

E 计算模型

Hg，-rCdrTe 的本在E吸收边规律是计算盘号理论依据.如果在入射光黑面积内祥品的缰份

不均匀，则会使吸收边变倾斜，若外延层绞薄还将发现本征吸收区的形状也会改变.分析测

量得到的吸收边和本征吸收光谱，可推导出待测样品光黑面积内组份在甘不均匀程度.

对于具有 Hg，_rCdrTe 双层结梅的外延样品，当一束光照射到其表面时，存在空气/

MCT 外延层〈下标。、外延层ICdτe 衬底【下标幻、衬底/空气(下标 3)3 个界面的多次反

射[4，总的透过率 T1•i为

T 一〈1-R，)(l-H)T" ，a，
l.l-l-R, CI - H)R，.， (a， 沪'

孝文 1995 年 2 Jl 23 a牧到，修改摘自由年 11 月 6 1'1般到

(1) 

可F
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式中n 表示外延层的吸收率，T为透过率 ，R为反射率 ，可由折射率公式 求得· 

对于具有 HgCdTe／CdTe／GaAs三层结构的样品，如 MBE、MOCVD薄膜，必须考虑空 

~,／MCT外延层(下标 1)、外延层／cdTe缓冲层(下标 2)、缓冲层／GaAs衬底(下标 3)、衬底 

／空气(下标 4)4个界面的多次反射，如图 1．总的透过率 丁 ．．为 

丁 = ． ㈣ 』I T= ’ 

公式(1)和(2)中的参量H表示入射光在外延层表面的损失，在计算过程中作为一个变 

量，通过调节 H 使计算曲线与实测透过率在最大值处相等． 

由于 Hg ⋯Cd Te外延层的纵 向组 

份 不均匀，该 层的吸收应与不同位置处 

的组份值 z“)有关 ，即 

d (̂，T)d= I d[点，T，z(z)]d ， (3) 

其中 为 Hg 一=Cd Te的吸收系数，d为 

外延层的厚度， 为波效，丁为温度．众所 

周知，Hg1--xCA Te的吸收曲线是 由 ur— 

bach吸收带尾和 Kane区的本征吸收组 

成的．Hg1--xcd Te的本 征 吸收 边符 合 

Urbach吸收规则啪 

a=aoexpl-t~(E--E。)／kT]， 【4) 

HgCdTe CdTe Gâ 目 

‘ 

山  

l】 l| “ 

2 j R J 
●一  +一  

围 1 HgCdTe／CdTe／GaAs三层结构的 

吸收，反射和透射示意图 
Fig 1．Sehematle。f absorption，refleetkm and 

transmission of HgCdTe／CdTe／GaAa structt~re 

其中各参数的定义见文献 [83．Kane区 

本征吸收系致与能量也满足一种指数依赖关系Ⅱ ： 

口一d expEfl(E-- )] ， 

式中 fl(T，z)=一1十0．O83丁十(21--0-13T)x· 

假设不考虑外延样品横向组份的不均匀性 ，其纵 向组份的分布可以写为 

z )一芒 +(z，+ )一 ， 

(5) 

(6) 

式 中 是外延层离开村底的距离，‘ △ 是拟合参数 ，这 3个参数不是完全独立的 ，∞与延 

层表面组份有关，d 是与过渡区宽度有关的参数，主要影响透射光谱上 0 ～10 丁一的区 

域，s与外延层组份的纵向变化率有关，可由3O％～80 丁～处透射曲线的斜率决定- 

将式(3)～(6)代八式(1)或(2)，可求出外延样品的透过率，在计算过程中可不断调节式 

(6)中的参数‘ 山：及公式(1)和(2)中的H，使计算结果与实测的透过曲线吻合-一旦二 

者完全重合，参数z， 山：也就确定，外延层组份的纵向分布便可由式(6)求得，整个拟合过 

程可以通过计算机程序实现． 

实际拟合过程中，有时候会发生这样的情况；即无论怎样调节 z，、 、△ 的值 ，计算 曲线 

均不能与实验数据完全符合，这是由样品的横向组份不均匀所致 ·在 Hougen模型中 

没有计及横向组份的影响，而实际情况则必须同时考虑横向、纵向组份不均匀性的作用-假 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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式中 a， 表示拎延层约吸收率.T 为透过率 .R 为反射率，可由折射率公式[时求得.

对于具有 HgCdTe/CdTe/GaAs 三层结构的梓品，如 MBE 、 MOCVD 薄瘾，必须考虑空

气/MCT 外延层〈下标1) .~卡延层/CdTe 缓冲层〈下标幻、缓冲层/GaAs 衬底(下标挝、衬底

/空气〈下标 4)4 个界面的多次反射，如00 1.总的透过率 T1 ... 为
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公式(1)和 (2) 中的参量 H 表示人射光在外延层表面的损失，在计算过程中作为一个变

量，通过调节 H使it算曲线与实溅透过率在最大锺处裙等.

出于 Hg，_.Cd.Te 外延层的纵向组

份不均匀，该层的吸收应与不饲位置处

的组份僵 x(，，)有关，那

a阳也T)d = S:a[k.T.xω]也 ω
其中盆为 Hg'-xCdxTe 的吸收系数J 为

外延层的厚度，是为波数 .T 为温度.众所

周知.Hg' _xCd.Te 部暖收壁挂线是由 Ur

如ach 吸收带尾和 Kane 区的东征暖权组

成的. Hg，_.Cd.Te 豹本征吸收边符合

Urbach 吸收规则[.]

a=aoexp[占(E-Eo)!晶TJ. (4) 

(2) 

Hg'二dT t: CõTe Gl量A雾

", .，电

T u l 1' j) I T ló 

Il:t l llJ! R. 

望自 l Hg臼Te/CdTe/GaAs三层结绚约
吸收、反费苦和透射示意愿

F哩 1 ， Schematic of ab.sorpti.on. reßectt.on 田ul

tra.ll8mission of f坦白Tε/臼Te!GaA& atructurt 
其中各参数的定义见文献[8J. Kane 这

本征吸收系数与能量也满足 A种指数依绩关系[，]

a=Ogexp[β(E-E.)]咐，

式中 β(T ，x)=-1十O. 083T+(21-0. 13Tl.z:. 

假设不考虑外延样品横向组份的不均匀性，其纵向组份前分布可以写为[6J

1一位，十sd)
x(z)=一一一一一一~，'， +(x，十.sd)-sz!'

1+4(:</且z)

(5) 

(6) 

式中 z 是外主盖层离开衬底的距离 ，X....5..~Z 是拟合参数，这 3 个参数不是完全独立的 ，x， 与延

层麦丽纽份有关，LI% 是与过重重区宽度有关的参数，主要影嘱透射光谱上 O%~10%T_豹区

域.s 与外延层组份的纵向变化率有关，可也 30%~80%T_处透射曲线豹斜率决定.

将式(3)~(6)代入式0)或(2).可求出外延样品的透过率，在计算过程中可不断调节式

〈引中的参数 x....s、.:lz及公式(1)和传〉中的 H.使计算结果与实测的透过曲线吻合.一旦二

者完全重合，参数 x....s、.:lz也就确定.外延层组份的纵向分布便可出式 (6)求得，整个孩合过

程可以通过计算机程序实现.

实际拟合过程中，有时候会发生这样的情况 2即无论怎样诞节.r. .5、.:lz的锺，计算曲线

均不能与实验数据完全符合，这是由祥品的横向组份不均匀所致[5.7 ， llJ~ 在 Hougen 模型中

没有计及楼向经份的影响，丽实际情况如!必续饲时考虑楼肉、级商经份不均匀性的作用.假
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设 Hg 一~CdaTe晶片组份的横向分布符合对数正态形式 ，则外延层中距界面 z处的组份为 

，(z)= expI--{l~g[x
2 

(z)]--x}Z 
J
I． (7) 

式中，(z)为组份分布的几率函数，z为实际组份， 为反映组份分布离散性的均方差．式(7) 

说明在 (z)一2a到 (z)-}--2a区间组份分布的几率为 95．44 ，可用于表征实际样品的组 

份分布． 

2 结果与讨论 

实验分别选用 LPE、MBE和 MocVD技术生长的薄膜样品，其厚度为 4～2o ．LPE 

生长时用 CdTe为衬底 ，MBE及 MOCVD生长则用 GaAs衬底，在 GaAs上先长一层约 

5肿 的缓冲层，再外延Hg 一fc Te薄膜．为了更好地了解外延层中组份的纵向分布情况， 
一 般选用横向组份均匀的样品．判断横向组份分布的简便方法就是用小光斑测量样品的透 

过率 ，看不同点处的透过 曲线是否重合“ ]． 

测试前，样品要经有机溶液清洗、溴甲醇腐蚀，并用去离子水冲洗．用PE983红外分光 

光度仪测量样品的透过率 ，其精度可达 l0～，光斑直径 $=3mm．SIMS测量在复旦大学微电 

子分析中心进行 ，采用CAMECA公司生产的 IMS-3f型仪器 为确保测量的精确性(特别是 

避免样品发热而引起 Hg脱附现象)，使用低能量(1o～12．5keV)和低离子流密度(≈l50 

／cm )的一次 O 离子束轰击样品表面，其对 Hg ⋯Cd Te层的刻蚀速率 约为 0．8gm／ 

rain． 

图2(a)、(b)、(c)为室温下MBE、LPE和MOcVD外延样品的透射光谱．图中圆点为实 

验 数据，实线为式 (1)～ (6)的拟合曲线 ，虚线是式(7)的计算结果，拟合所得的参数见表 1． 

对于 MBE和 MOCVD样品，测试的透射光谱中有干涉条纹，这将影响参量 H 的准确确定， 

但H值对实际组份分布并无影响．由图可知，对MBE样品，拟合曲线(实线)与实验结果符 

合得很好；而对 LPE和MOCVD样品，仅考虑纵向组份变化的透射曲线(实线)还不能很好 

地说明实验结果，只有同时考虑横向组份的不均匀性(虚线)，计算值与实验点才能完全对 

应．为此 ，我们还用小光斑测量了不同样品的透过曲线 ，发现对 MBE样品，不同测试点的透 

过率形状基本相同，其横 向组份无甚变化 ；但对 LPE及 MOCVD样品，不同点处的透射曲 

线有所不同，即样品的横向组份存在不均匀性 ． 

通过拟合室温透过率可求出样品的组份分布．图 3为图 2(a)中 MBE样品的纵向组份 

分布曲线，图 3(a)为式(6)的计算结果，实线表示 cd含量分布，虚线为 Hg含量．(b)为 Hg 

和Te含量的 SIMS谱，Ⅳ为二次离子计数， 为刻蚀时间．其离子束对 Hg 一 cd Te外延层 

的刻蚀速率约为0．8／~n／min．样品的表面组份可由电子探针测量．由SIMS谱中Te含量的 

分布情况可知CdTe／HgCdTe的界面距表面约4Uan，与用干涉条纹计算的外延层厚度相同． 

薄膜层表面对透射率的影响较大，由式(6)确定的表面组份值(o．239)与用电子探针测量的 

结果(0．2378)基本吻合．图 3中随着由表面向界面的靠近，外延层中组份呈递增趋势，在 

CdTe／HgCdTe过渡区则迅速变化到 1，从图中可见由室温透射光谱拟合得到的过渡区宽度 

要 比sIMS测量的结果略小一些． 

图 4为图 2(b)中 LPE样品组份的空间分布(即同时考虑了组份的横向和纵 向不均匀 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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设 Hg，_.Cd.Te 品片组份的横向分布符合对数正态形式E吨，那外延层中距界面 z 位的组份为

I 一 {log[x(z)J-x)Z \ 
f(x)= (2"，)'苟言z)exPl ~"，"，ðL~~-;" --I ~) ( (7) 

式中 f(x)为组份分布的几率通数.x 为实际组份 .a 为反殃经份分布离散性的均方差.式(7)

说明在 x(z)-2<1 重u x(z)十2" 区间组份分布的几率为♀5- 44%.可瘤子表征实际样品的组

份分布.

2 结果与讨论

实验分别选用 LPE、MBE 和 MOCVD 技术生长的薄膜葬品，宾厚度为 4~ 201'ffi- LPE 

生长时用 CdTe 为衬底 .MBE 及 MOCVD 生长JlIJ 用 G.As 衬底，在GaAs 上先长一层约

5四R 豹缓冲层，再外廷 Hg，_.Cd.Te 薄膜.为了更好地了解外延层中纽份韵纵!句分布情况，
一般选用模向经份均匀的样品.判断横向组份分布的简便方法就是用小光斑测量样品的透

过率，看不同点处的透过曲线是否重合[".5).

事曾试前，中芋品要经有机溶液清洗、澳甲醇腐蚀，并用去离子水冲洗.用 PE983 红外分光

光度仪测量样品的透过率，其精度可达 10-3 ，光斑直径 "'=3mm.SIMS 漫量在复旦大学微电

子分析中心进行，采用 CAMECA 公司生产的 IM5-3f 理仪器=为确保褪量鹅精确性〈特那是

避免撵品发热而引起 Hg .D是耐现象).使 ffl低能量 (IO~12_ 5keV)和低离子流密度(=150

μA/cm')的一次 0: 离子束轰击样品表嚣，其对 E王g，_.Cd•Te 层的费j蚀速率约为白，每m/

mm. 

图 2(.) 、〈ω、(0)为室温下 MBE、LPE 有 Mα:VD 外延样品的透射光谱.图中圈点为实

验数据，实线为式(I)~(6)的拟合也线，虚线是式(7)的计算结果，拟合所得都参数见表1.

对于 MBE 和亘在优VD 样品，测试韵透射光谱中有干涉条纹，这将影响参量 H 的准确确定，

但 H值xt实际组份分布并无影菊凰自 00可知，对 MBE 棒品，拟合曲线〈实线〉与实验结果符

合得很好事商对 LPE 和 MOCVD 样品，仅考虑纵归结份变化曹雪透射部线〈实线〉还不能银好

地说明实验结果，只有同对考虑横向组份的不稳匀性〈虚线).汁算值与实验点才能完全对

应.为此，我们还用小光斑测量了不同样品的透过曲线，发现对 MBE 样品，不同测试点的透

过率形状基本相同，宾楼内组份无甚变化§但对 LPE 及 MOCVD 样品，不同点处的透射曲

线有所不同，那样品的模向组份存在不均匀性[5.7].

通过孩合室湿透过率可求也样品的组份分布.图 3 为图 2(到中 MBE 样品的纵向组份

分布曲线 .00 3(a)为式(6)的计算结果，实线表示 cd 含量分布，童线为 Hg 含量.他〉为 Hg

和 Te 含量的 SIMS 谱.N 为二次离子计数J 为刻蚀时间.宾离子束对 Hg←xCdxTe 外延层

的刻蚀速率约为 0.8四n/min. 样品的表哥组份可由电子皇军针测量.由 SIMS 谱中 Te 含量的

分布情况可知CdTe/HgCdTe 的界面距表面约 4严丑，与用干涉条纹计算的外延层厚度相同，

薄貌层表西对透射率豹影响较大，囱式(6)确定的表面组份值(0.239)与用电子探针测量的

结果〈白- 2378)基本晚会，图 3 中隧着民表哥哥向界茵的靠近，外延层中缰份呈递增趋势，在

CdTe厅王gCdTe 过渡区到迅速变化到 1. 1>\. 00中丐见自室温透射光谱拟合得到的过渡区宽度

要比 SIMS测量的结果赂IJ、一些，

图 c号图 2(b) 中 LPE 祥品组份的空部分布E即同时考虑了经份的横向和纵向不均匀
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图 2 室温— a)MBE、(b)LPE、(c)MOCVD样品的透射光谱 

Fig 2·Transmission of M BE (a)，LPE (b)and M OCVD (c)samples at 1-oom temperatme 

图 3 MBE样品的纵向组份分布曲线．(a)计算结果 ．(b)} ．Te含量的 SIMS谱 

Fig 3．Longitudinal composition profile of M BE sample 

(a)the calculated results+(b)the SIM S measurement 

性)．图4(a)为式(7)的计算结果，(b)中实线为SIMS测量曲线，虚线为由式(6)计算的纵向 

组份．由SIMS谱可知LPE外延层的厚度约为 16vm．根据式(7)计算的表面组份值为0．186 

士0．0015，而电子探针的测量结果为 0．1854，两者差别不大．由图 4可知，计算得到的纵向 

组份分布 曲线与 sIMs测量结果基本符合． 

同样可获得 MOCVD样品组份空间分布．由表 1可知，样品在 HgCdTe／CdTe界面的 

过渡区参数 △2=0．4p．m，在该区内组份 由 1变到 0．466；在过渡区之外的生长方向，组份从 

0．466变到 0．289，组份的横 向非均匀性 a=O．005．为与实验 比较，我们用小光斑 (≠一1ram) 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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图 z 室温r(') MBE. 也) LPE‘(0) MOCVD 详品的透射光藩
Fíε2. Transmission of MBE {a)牛PE <b} .nd MOCVD (c)描mples a.t room temper剖面e

图 3 MBE 样品的纵向垣份分布曲线，(a)计算结果，也门坛.Te 含量豹 SIMS谱

Fíg 3. 1且可itudinal ∞mpositioll P目击I.of MBE 跑回p1e

性) the ca.lcula.ted r国ults~{b) tbe SIMS measurement 

性).图4(a)为式(7)始计算结果，(b)中实线为 SIMS 测量曲线，虚线为自式〈的it算韵纵向

组份.自 SIMS 谱可知LPE 外延层的厚度约为 16p.m. 根据式(7)计算的表面组纷值为 0.186

土 0.O()15.而电子探针的测量结果为 ().1854.两者差到不大.由图 4 可知，计算得到部纵向

组份分布跑线与 SIMS 测量结果基本符合.

同样可夜得 MOCVD 样品级份空间分布.自表 1 1lJ知，样品在 HgCdTe/CdTe 界面的

过渡区参数 llz=弘年四，在该区内经份由 1 变至u 0.46们在过渡区之外的生t是方向，组份从

0.4钝变到 0.2邸，组份的横向非均匀性 σ=0. ()()5. 为与实验比较，我们用小光短φ=1四皿〉

‘ 
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I ： 

． 1I 
一0一＼ 

。 

图 4 LPE样品组份的空间分布 

Fig 4．Spetml compos~ion distribution of LPE sample 

测量了大光斑内不同位置的室温透过率 ．井逐点进行拟合，发现其表面组份分别为 0．2892、 

0．2901、0．2884、0．2896，可见横向组份 的离散程度在模型给出的范围内． 

衰 1 MBE、LIFE、MOCVD样品的拟合参数 
Table 1 The flttlag Imrameters of M BE·LPE and M OCVD 目amples 

图 5为外延样品在室温及液 氮温度下 

的透射曲线．其 中圆点为实验数据，实线为 

计算结果．计算时先根据室温透射光谱确定 

式(6)中‘、s、△ 值，然后只改变温度 ，令 

=77K，代入式(1)～(6)求出 77K时的透射 

率．可见此时计算结果仍与实验符合．说明 

用我们的拟合模型可外推到低温情况． 毒 
h  

3 结论 

本文根据 Hg zC4：IzTe的吸收边及本征 

吸收规律 ，提出了一种用室温红外透射光谱 

拟合外延薄膜组份分布的方法 ，井建立了相 

应的计算软件．这种方法具有快速非破坏性 

的特点 ，且与实际组份分布情况符合． 

图5 外延薄膜在室温及液氟温度下的透射曲线 

Fig 5．Transmittance spectra of 

epitaxml film at 300K and 77K 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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留 4 LPE 祥品组份量守空部分布
F哩 4. Spatial COrnj:阳sition dì目ríhution of LPE 国mple

测量了大光斑内不同位置的室温透过率，并逐点进行拟合，发现其表面组份分别为 0.2892 、

0.2901 、 0.2884、0.2896.可鬼横向组份的离散程度在模型给出的范圈内.

襄 1 MBE、 LPE 、 MOCVD 幸事品部很舍，锺
Table 1 Tbe fltll吨 para皿ete四 d 被BE.LPE 睡d 恕。CVD 盹回回国

生长方法
表商量E纷 篇章 过渡区宽度 横:司组扮均方差

H 
r. S(l/cm) dz(pm) c 

MBE 0.2366 86 0.05 o 
LPE 0.116 51 。'。咆 o 。.0015

MOCVD 0.289 1V4 0.4 0. 15 0.005 

愚 5 为外延挥品在室温及液氮温度下

前透射曲线，其中圆点为实验数据，实线为

汁算结果.计算岭先根据室温透射光谱确定

式臼〉中 Xt ， S、 LIZ 筐，然后只攻变温度，令 T

=77K.代入式(})-(6)求出 77KB苦的透射

率.可见此时计算结果仍与实验脊合，说哪

.ffl我们的拟合模型可外撞到低温情况.

3 结论

本文根据 Hg，-.û!.Te 的吸收边及本征

吸收规律，每出了→神思室温红外透射光谱

拟合外延薄漠组份分布的方法，并建立 r极

应的计算软件.这种方法具有快速非破坏性

的特点，且与实际组份分布情况符合.

X\am 

20 

, , m 

攫 5 外廷薄理睡在室草草及法氮温度下的透射曲线
Fig 5. Transmittan自 spectra of 
epitalcial film at 3回K 四d 11K 
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INVESTIGAT1oN ON CoM P0sJT1oN PR0FILE 0F Hg1一,co Te 

EPILAYER BY RooM TEMPERATURE INFRARED TRANSMISSIoN 

Chu Junhao Li Biao Liu Kun Tang Dingyuan 

(National La&~atmyforlnfrowedP stShanghaiI ☆ ofTee~ 'colPhysics， 

Chinese d Scie~es，Shanghai 200083·China) 

Abstract Based on the empirical rlues of intrinsic absorption coefficient in H勘⋯ CA Te 

and Hougen’S model，a useful method for determining the composition profile of an epitaxy 

layer from the room temperature infrared transmittance spectroscopy WaS established．The 

composition nonuniformity along the depth of Hgl～Cd=Te film samples grown by LPE， 

M OCVD and MBE techniques WaS figured out by using this method and compared with 

that from the second ion mass spectroscopy (SIMS) 

Key words Hgl一=CA Te．infrared transmission，epliayers． 
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INVESTIGATION ON COMPOSITION PROFILE OF 1董事l_.Cd•Te

EPILAYER BY ROOM TEMPERATURE INFRARED TRANSMISSION 

Chu Junhao Li Bi四 Liu Kun Ta启事Dir理yuan

(N，甜。.al La曲rato叩 for /nfrared Physics..Sha刻ghaJ. 1，..由臼ú of T<<nmca! !>J岭南h

Chi四~A&..曲my 01 Scintas.S缸."，阳Î ZOOO83..CJu酣》

Absh唱ct Based. on the empirica] r1 ues of intrinsic ahsorption coefficient in Hg t - .3:CdsTe 

and Hougen 'f 5 model "a u目ful method for dete口在ining the composition profile of an epitaxy 

layer from the room 桂血perature infrared 柱an.皿itta自由 .pectro.copy was establi.hed. The 

composition nonuruformity along the depth of Hgl_zCd"..Te film samples grown by LPE ., 

MOCVD 四d MBE techniques wa. figuroo out by u.i骂他is method and compared with 

that from the second ion mas. .pectroscopy (SIMS) mea阳rement.

Key words Hgl_ .rCd.:zTe9 infrarerl transmission ., eplíayers. 


